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1. はじめに 

InGaN/GaN 量子井戸の発光機構は，量子閉じ込

めシュタルク効果(QCSE)によって大きく影響さ

れ，青から緑の発光波長において発光効率が著し

く低下する．しかしこの効果は，半極性 GaN 基板

を用いることで低減できる．本研究では，我々が

これまで報告してきた表面プラズモン(SP)共鳴を

用いた発光増強において，GaN 基板の極性が与え

る影響をみるために，Ag 被覆した極性/半極性

InGaN/GaN からの青色発光の顕微フォトルミネ

ッセンス(PL)測定を行ったので報告する． 

2. 実験 

 極性/半極性 GaN 基板上に結晶成長させた

InGaN/GaN 量子井戸に，高真空抵抗加熱蒸着によ

って Ag 層を 50 nm 堆積させた．PL スペクトルは

光源に水銀ランプ(390～400 nm)，対物レンズ

(×20)を備えた落射蛍光顕微鏡を用いて，マルチチ

ャンネル分光器で検出した．マッピングは電動ス

テージを用いて 4 µm 刻みで 200 µm×200 µm で測

定した．測定結果をガウスフィッティングし，PL

ピーク波長と強度のマッピングを作製した． 

3. 結果と考察 

極性/半極性面試料における顕微PLマッピング

を Fig.1 に示した．得られたどのマッピングも主

に In 組成の不均一性に起因すると思われるマイ

クロメートルスケールの空間的不均一性を示し

た．極性試料については，ピーク強度と波長の間

にQCSEによると思われる負の相関関係が見られ

た．SP 共鳴によって PL ピーク強度は～3 倍ほど

増強し，僅かにレッドシフトした．一方半極性試

料においては，QCSE の低減により負の相関は見

られなかった．SP 共鳴によって PL 強度は～4 倍

ほど増強し，ピーク波長は逆にブルーシフトした．

このように，極性と半極性で発光増強機構が異な

ることがわかった．極性試料では，SP 共鳴によっ

てQCSEの緩和が妨げられてレッドシフトしたの

に対し，半極性では QCSE が低減されるために励

起子局在効果の影響が強く，それが SP 共鳴で緩

和されてブルーシフトしたと考えられる．さらに

詳しい考察については当日議論する． 

Fig.1 PL peak intensity (left) and wavelength 

(right) mapping of polar (up) and semipolar 

(down) blue-emitting InGaN/GaN QW  
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